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Zeichenerklarung

Graphical symbols; semiconductor devices

Die in der IEC-Spalte benutzten Zeichen haben die nachstehende Bedeutung:
= Das Schaltzeichen stimmt mit dem IEC-Schaltzeichen iiberein

+ Das Schaltzeichen stimmt mit dem IEC-Schaltzeichen nicht iiberein
— Ein entsprechendes IEC-Schaltzeichen ist nicht vorhanden

K Das Schaltzeichen besteht aus einer Kombination von IEC-Schaltzeichen

Zusammenhang mit der von der International Electrotechnical Commission (IEC) herausgegebenen IEC-Empfehlung
siehe Erlduterungen.

Nr IEC Schaltzeichen Benennung Bemerkung
Allgemeine Zeichen, Aufbauelemente
Die Umrahmung sollte nur da
_ verwendet werden, wo sie die
1 = Umrahmung Ubersichtlichkeit des Schaltplanes
erhoht
_ Halbleiterzone Der horizontale Strich stellt die
2 = I mit einem Anschlu8 Halbleiterzone, und die vertikale
ohne Gleichrichterwirkung Linie den AnschluB dar.
Halbleiterzone
3 = —I'—L mit zwei Anschliissen
ohne Gleichrichterwirkung
Halbleiterzone
4 = mit zwei Anschliissen
ohne Gleichrichterwirkung
wahlweise Darstellung
_ ‘I——[‘ Leitender Kanal fiir Elemente
5 - vom Verarmungstyp
6 = - Leitender Kanal fiir Elemente
T T vom Anreicherungstyp
7 - Gleichrichtender UUbergang
P-Zone auf N-Zone

Deutsche Elektrotechnische Kommission - Fachnormenausschuf} Elektro-

technik im DNA gemeinsam mit Vorschriftenausschufy des VDE

Fortsetzung Seite 2 bis 6
Erlduterungen Seite 6
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Nr IEC

Schaltzeichen

Benennung

Bemerkung

Sperrschicht, die mit Hilfe

eines elektrischen Feldes eine
Halbleiterzone beeinflut,

z. B. in einem Sperrschicht-Feld-
effekt-Transistor

P-Gebiet beeinfluflt eine N-Zone

N-Gebiet beeinflult eine P-Zone

11 =

Kennzeichnung der Art

des Substrats

N-leitender Kanal auf einem
P-Substrat

(gezeigt fiir einen Verarmungs-
IG-FET)

Kennzeichnung der Art

des Substrats

P-leitender Kanal auf

einem N-Substrat

(gezeigt fiir einen Anreicherungs-
IG-FET)

Isoliertes Gate

14 =

Emitter auf einer Halbleiterzone
entgegengesetzten Leitungstyps
P-Emitter auf einer N-Zone

Der schrige Strich mit dem
Pfeil stellt den Emitter dar

15 =

mehrere P-Emitter auf einer N-Zone

16 =

N-Emitter auf einer P-Zone

mehrere N-Emitter auf einer P-Zone

18 =

k \f(\EKF—« e~

Kollektor auf einer Halbleiterzone
entgegengesetzten Leitungstyps

Der rechte schrige Strich

stellt den Kollektor dar.

Der Leitungstyp des Kollektors
kann nur aus dem vollstindigen
Schaltzeichen mit Hilfe des
Pfeiles am Emitter ermittelt
werden.

P P

19 =

mehrere Kollektoren
auf einer Halbleiterzone entgegen-
gesetzten Leitungstyps

Full document details: DIN 40700-8:1972-07

L

Document
————Proctmrent-Sivarimd Hub



http://www.avadocuments.com/doc/din-40700-8-1972-07
http://www.avadocuments.com/doc/din-40700-8-1972-07

